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Celle fotovoltaiche , . -
Film protettivi e decorativi
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Studio - Ossigeno
parametri gas -Argon

S10, via PECVD

Caratterizzazione
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Un composto volatile (precursore) viene inserito con altri gas di processo all’interno della camera di
deposizione, 1 reagenti attivati dal plasma reagiscono e formano un prodotto solido che s1 deposita sul

Processi di impatto elettronico

[ Dissociazione

[ Eccitazione

Processi neutri h . Processi di carica

substrato.

Vantaggi tecnica PECVD &

Bassa temperatura

Deposizione su strutture complesse
Buona adesione

Alta velocita

Elevata densita del film

I1 processo viene effettuato in vuoto medio (10%-10-'Pa).
L’elettrodo alimentato in radiofrequenza (13.56MHz) assicura un corretto autosostentamento del plasma.
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— Ossigeno (O,)

.

— Esametildisilossano (HMDSO)

CH; (|:H3
sHC Si 0O Ti CH;3
. . D CH; CH;
—  Flussimetri
— Vacuometri

— Camera di deposizione

a8 Impianto di deposizione

— Alimentazione RF

— Sistema da vuoto

— Sistema di raffreddamento
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PlasCalc-2000-UV/VIS/NIR

mmu;rncmdsv-hm

Profilometria — Spessore film

s

Spettroscopia FT-IR — Composizione film “FM . " Rugosita film

>
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Preparazione dei substrati: Si e quarzo

@ s , . . Preparazione sul Montaggio nella
lSVnnp. ‘ Purg Proc. Pars ‘ Digs ‘ Man lnmmu:;"’:m ‘ Graph PullZla p gg
supporto camera
P s Zone Temp| 29| M1 620 > ]
e : Heater‘ M2 485 ®

sthy turbo

‘ on 1E+3

Vgate Tubo P g g r Rotary P

Tramite 1’interfaccia software sono stati
variati 1 flussi in entrata di ossigeno ¢ argon.

fwd 0
<[00:00:004cbis|  4|ref[ 0

C2H2 2 HDMSO 2

- S Parametri costanti: Deposizione del film

D yvpso = 10 scem
Potenza = 800 W
w ! Tempo = 10 min.

50 100

Power MAX Temp
’T‘% o0 & 0 w1 620
Duration
| I 1/ 00:00:00| =& | MzJ 485,
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Andamento
spessore

Rugosita
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RISULTATI, VARIAZIONE FLUSSO OSSIGENO E ARGON

3

Spessore (nm)
£ 8§ &
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Andamento
spessore

0,/ Ar

Rugosita

1

05 /Ar-—20

Rugosita quadratica
5.41

(nm)

Rapporto ossigeno/argon

1.98
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Discreto spessore

Flussi ottimali:
® HMDSO= 10 sccm | Ridotto contenuto

® O, =200 sccm organico

d Ar= 10 sccm

Rugosita bassa
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